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초록 

본 연구에서는 HMDS (400sccm)/O2(20slm)/He(5slm)/Ar(10slm)의 가스를 사용하여 remote-type discharge와 direct-type

discharge로 구성된 double discharge system을 이용하여 SiOx 박막을 증착시켰다. 특히, 본 연구는 frequency의 변화가 

SiOx 박막의 특성과 plasma특성에 어떠한 영향을 미치는지 조사하였다.

1. 서론

최근 들어 많은 장점을 가진 organic light-emitting diodes (OLEDs)에 대한 관심이 높아지고 있다. 하지만 OLED는 수분

과 산소에 취약하여 lifetime이 빨리 줄어들어 OLED의 passivation layer를 필요로 한다. 따라서 OLED를 대기로부터 보호

하기 위해 single inorganic layer 또는 organic layer와 inorganic layer로 구성된 multilayer를 증착시킨다.

2. 본론

본 연구에서는 다양한 증착 방법 중 atmospheric pressure plasma enhanced chemical vapor deposition (AP-PECVD) 방법

을 이용하여 passivation layer를 증착하였다. 특히, frequency가 passivation layer 증착에 어떠한 영향을 나타내는지를 관

찰하였다.

Figure 1. OES data of He (706nm), Ar(750.4nm), and O(777.1nm) measured above the substrate electrode as a function

of the frequency of the pulse power, while maintaining the AC voltage of the remote-type DBD at 7 kV and the

pulse voltage at 10 kV.
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Figure 2. Surface roughness of SiOx film measured by AFM as a function of pulse power frequency(20~60kHz). The

thickness of deposited SiOx thin film was maintained at 200nm.        

Fig. 3 Mechanical hardness measured as a function of the pulse power frequency. The thickness of deposited

SiOxthinfilmwasalsomaintainedat200nm.         

3. 결론

SiOx를 증착할 때 SiOx 무기막 증착 실험은 Discharge의 frequency가 증가함에 따라 SiOx의 deposition rate이 41.4

nm/cycle (20kHz)에서 137.1 nm/cycle (60kHz)로 증가하였고 증착된 SiOx 박막의 기계적인 강도도 7.36GPa (20kHz)에서 

8.47GPa (60kHz)로 증가하였다. 또한 증착된 SiOx 표면의 roughness는 6.35 nm (20kHz)에서 1.37 nm (60kHz)로 감소하였

고 carbon과 nitrogen과 같은 불순물의 함량은 1%미만으로 감소함을 관찰할 수 있었다. 증착된 SiOx 박막의 특성은 

power consumption 증가에 의한 plasma density 증가, gas dissociation과 기판으로의 높은 ion bombarding flux와 관계

있음을 알 수 있었다.
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